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発表内容 

• 研究背景 

• 注入同期型周波数逓倍器の従来構成 

• 従来の課題 

• 提案構成 

• シミュレーション結果 

• まとめ 
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研究背景 

• 60GHz帯局部発振器 [1] 

–20GHz PLL + 60GHz QILO 

–注入同期により位相雑音を低減 

–位相雑音性能はPLLに依存 
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20GHz osc. 
(PLL) 

注入同期型周波数逓倍器
（QILO） 

60GHz 出力 

基本信号 ×3 

[1] K. Okada, ISSCC 2014 
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QILOの従来構成 
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• 20GHz PLLからの差動入力 

• 2つのVCOをカップリングして直交位相出力に 
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従来の課題 
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高周波帯ではゲート抵抗の影響で 

負性コンダクタンスが劣化 

クロスカップル部の 

コンダクタンス 

gm_cc：トランスコンダクタンス 

Cgs：ゲートソース間容量 

Rg：ゲート抵抗 
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提案構成 
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• テールトランジスタをクロスカップル 

• クロスカップル部のゲート抵抗をキャンセル 

• Ccutを直列に接続し、寄生容量を削減 
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小信号解析 

2015/03/11 

  

2 2

_

2 2

gs gm cc

m

ω C Rg
g

1_ gsccm Vg
2_ gsccm Vg

gR

gsC

tailmg _tailmg _

gsC

Rgをキャンセル 
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シミュレーション結果 
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• 60GHzにおいて、 

–負性コンダクタンスを25%改善 

–寄生容量を15%削減 
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まとめ 

• 負性コンダクタンス改善のために、 

クロスカップルトランジスタのゲート抵抗を 

キャンセルする回路構成を提案した 

• 提案構成により、60GHz帯において 

負性コンダクタンスを25%改善し、 

寄生容量を15%削減することができた 
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